ELM201 KATIHAL ELEKTRONIGI-I

Foto Diyot

Ders Kitaplari:
1) Microelectronic Circuit Design, R. C. Jaeger and T. N. Blalock, (4th edition) 2010.
2) Solid State Electronic Devices, B. G. Streetman, S. K. Banerjee, 6th Edition, Prentice Hall, 2006.



Foto Diyot (devam)

pn ekleminin fakirlesme bolgesi yeterli yiiksek frekansli 1s18a
birakilirsa fotonlar, elektronlarin yaruletken yasak bant
enerjisini asacak yeterli enerjiy1 saglayabilirler.

Boylece elektron-hole ¢ifti (electron-hole pair) olusur.

Olusan elektron ve hole ler elektrik alanin etkisiyle siirtiklenir
ve akim olusur.

Gortntr 151k, IR ya da UV 1s1ma, elektriksel sinyale c¢evriliyor:
“transducer”

Ders Kitaplari:
1) Microelectronic Circuit Design, R. C. Jaeger and T. N. Blalock, (4th edition) 2010.
2) Solid State Electronic Devices, B. G. Streetman, S. K. Banerjee, 6th Edition, Prentice Hall, 2006.



Isigin diyotun I-V karakteristigine etkisi.
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Ders Kitaplari:
1) Microelectronic Circuit Design, R. C. Jaeger and T. N. Blalock, (4th edition) 2010.
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2) Solid State Electronic Devices, B. G. Streetman, S. K. Banerjee, 6th Edition, Prentice Hall, 2006.



LED (Light Emitting Diode)

Fotodiyodun tersine elektronlarin hole ler ile birlesmesi
(recombination) sonucu, yariiletkenin yasak bant enerjisine esit
bir enerji, foton bigiminde agiga ¢ikar.

Ders Kitaplari:
1) Microelectronic Circuit Design, R. C. Jaeger and T. N. Blalock, (4th edition) 2010.
2) Solid State Electronic Devices, B. G. Streetman, S. K. Banerjee, 6th Edition, Prentice Hall, 2006.



LED (Light Emitting Diode) (devam)

Elektron hole birlesmesi iler1 kutuplu pn ekleminde gergeklesir.

Yaymlanan 1s1ma enerj1 miktarina bagli olarak goriiniir ya da
infrared (IR) bolgesinde olabilir.

Belirli bir renkteki 15181n dalga boyu ve frekansi malzemenin
yasak bant enerjisine baglidir.

Ders Kitaplari:
1) Microelectronic Circuit Design, R. C. Jaeger and T. N. Blalock, (4th edition) 2010.
2) Solid State Electronic Devices, B. G. Streetman, S. K. Banerjee, 6th Edition, Prentice Hall, 2006.



pn Ekleminin Kirilmasi

Ters kutuplama voltaj1 belirli bir esik degerin {lizerinde
uygulandiginda diyot iizerinden ters yonde gecen akim aniden
artar.

Ders Kitaplari:
1) Microelectronic Circuit Design, R. C. Jaeger and T. N. Blalock, (4th edition) 2010.
2) Solid State Electronic Devices, B. G. Streetman, S. K. Banerjee, 6th Edition, Prentice Hall, 2006.



Ci1g EtKisi
- Gerilim artis1 pn eklemindeki elektrik alani artirr.

- Yiiksek elektrik alanda stiriikklenen elektronlar, kristal
yapidaki diger elektronlara carparak, kovalent baglarin
kirilmasina ve elektronlarin atomlardan ayrilmasina neden
olurlar.

- Artan elektron sayisiyla birlikte ters yonde akan akim artar.

Ders Kitaplari:
1) Microelectronic Circuit Design, R. C. Jaeger and T. N. Blalock, (4th edition) 2010.
2) Solid State Electronic Devices, B. G. Streetman, S. K. Banerjee, 6th Edition, Prentice Hall, 2006.



Tiinel Etkisi (tunneling effect)

- Katkilama miktar1 ¢ok fazla oldugunda ortaya ¢ikar.

- p tarafinin valans bandi ile n tarafinin iletkenlik bandi yakin
diizeydedir.

- Elektronlar, p tarafinin valans bandindan n tarafinin
iletkenlik bandina “tlinel etkisi” ile gecerler.

- Gerilim  diizenleme (voltage regulation) amaciyla
kullanilan Zener diyotlar bu etki ile ¢alisir.

Ders Kitaplari:
1) Microelectronic Circuit Design, R. C. Jaeger and T. N. Blalock, (4th edition) 2010.
2) Solid State Electronic Devices, B. G. Streetman, S. K. Banerjee, 6th Edition, Prentice Hall, 2006.



